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A bulk acoustic wave (BAW) filter arrangement has a BAW-filter (100) with a 
first BAW- resonator (Rl) and a second baw- resonator (R3) formed on a substrate. 
The first BAW-resonator is placed in a series branch of the BAW-filter, while 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ BAW-Filteranordnung 

(57) Eine BAW-Filteranordnung umfasst einen BAW-Filter 

(100) miteinemersten BAW-Resonator (R 1# R 2 ) undeinem 

zweiten BAW-Resonator (R 3 , R 4 , R 5 ), die auf einem Sub- 

strat gebildet sind, wobei der erste BAW-Resonator (R 1f 

R 2 ) in einem seriellen Zweig des BAW-Filters (100) ange- 

ordnet ist, wobei der zweite BAW-Resonator (R 3 , R 4 , R 5 ) in 

einem parallelen Zweig des BAW-Filters (100) angeordnet 

ist und wobei dem zweiten BAW-Resonator (R 3 , R4, R 5 ) 

ein induktives Bauelement zugeordnet ist, dessen Induk- 

tivitat gewahlt ist, um eine vorbestimmte Eigenschaft des 

zweiten BAW- Resonators einzustellen. Ferner ist ein Ge- 

hause (102) vorgesehen, in dem das Substrat des BAW- 
Filters (100) angeordnet ist, wobei das induktive Bauele- 
ment, das dem zweiten BAW-Resonator zugeordnet ist, 

durch eine elektrische Verbindung (116) zwischen dem 
■ zweiten BAW-Resonator und einer Masseflache (110) in 
, dem Gehause (102) gebildet ist. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine 
BAW-Filteranordnung (BAW = Bulk Acoustic Wave - aku- 
stische Volumenwelle), und insbesondere auf eine neuartige 5 
BAW-Filteranordnung mit einem verbesserten Filterverhal- 
ten unter Einbeziehung der in Gehausen inharent existenten 
parasitaren Bauelemente. 

[0002] Im Stand der Technik sind BAW-Filteranordnun- 
gen bekannt, bei denen ein BAW-Filter auf herkommliche 10 
Art und Weise auf einem Substrat gebildet ist, wobei das 
BAW-Filter einen seriellen Zweig und rnehrere parallele 
Zweige aufweist, wobei in dera seriellen Zweig eine Mehr- 
zahl von BAW-Resonatoren angeordnet ist, ebenso wie in 
den parallelen Zweigen, so dass sich eine Leiter-Struktur 15 
(Ladder-Struktur) der BAW-Filteranordnung ergibt. 
[0003] Die BAW-Resonatoren in den jeweiligen Zweigen 
sind auf einer Oberflache eines Substrats gebildet, wodurch 
ein BAW-Filterchip erzeugt wird. Die BAW-Resonatoren in 
den parallelen Zweigen des BAW-Filters sind gegen Masse 20 
geschaltet, und werden auch als Nebenschlussresonatoren 
bezeichnet. Diese Nebenschlussresonatoren sind mit einer 
Masseflache des BAW-Filterchips verbunden. 
[0004] Der BAW-Filterchip wird nach dessen Herstellung 
in ein Gehause eingebaut, wobei der Eingangsanschluss und 25 
der Ausgangsanschluss des auf dem Chip gebildeten BAW- 
Filters elektrisch mit entsprechenden Anschlussflachen in 
dem Gehause, z. B. iiber Bonddrahte, verbunden sind. Fer- 
ner erfolgt eine Verbindung der Masseflache des BAW-Fil- 
terchips zu einer Gehausemasse, was beispielsweise auch 30 
durch Bond-Drahte erfolgt. Um die induktive Wirkung ein- 
zelner Bonddrahte auf das Verhalten des BAW-Filters so ge- 
ring als moglich zu halten, werden von der Masseflache auf 
dem BAW-Filterchip zu der Masseflache in dem Gehause 
eine Mehrzahl von Bonddrahten parallel angeordnet, um so 35 
diese parasitaren Auswirkungen zu minimieren. 
[0005] Fig. 1 zeigt ein herkommliches BAW-Filter, wobei 
schematisch ein Filterchip 100 gezeigt ist, der in einem Ge- 
hause 102 angeordnet ist. 

[0006] Auf dem Filterchip 100 ist ein Ladder-Filter gebil- 40 
det, welches funf BAW-Resonatoren R1-R5 umfasst. Die 
Resonatoren R t und R 2 sind im seriellen Zweig des Filters 
angeordnet, und die Resonatoren R 3 , R4 und R 5 sind in den 
parallelen Zweigen des Filters angeordnet, und sind gegen 
eine gemeinsame Masse 104 auf dem Filterchip 100 ver- 45 
schaltet. Der Filterchip 100 umfasst femer einen Eingangs- 
anschluss 106 und einen Ausgangsanschluss 108. 
[0007] Das Gehause 102 umfasst eine Masseelektrode 110 
sowie einen Eingangsanschluss 112 und einen Ausgangsan- 
schluss 114. Bei dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel sind der 50 
Eingang 112 des Gehauses und der Ausgang 114 des Gehau- 
ses iiber Bonddrahte mit dem Eingang 106 bzw. dem Aus- 
gang 108 des Filterchips verbunden. Die Masseelektrode 
104 des Chips ist iiber eine Mehrzahl von Bonddrahten oder 
anderen geeigneten elektrischen Verbindungen mit der Ge- 55 
hausemasse 110 verbunden, wobei die einzelnen Verbindun- 
gen parallel zueinander angeordnet sind, um so die entste- 
henden Induktivitaten zu minimieren, um so deren Einfluss 
auf das Verhalten des auf dem Chip 100 gebildeten Filters zu 
minimieren. 60 
[0008] Ausgehcnd von diesem Stand der Technik liegt der 
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine verbes- 
serte BAW-Filteranordnung zu schaffen, die gegenuber her- 
kommlichen Filteranordnungen ein deutlich verbessertes 
Verhalten aufweist. 65 
[0009] Diese Aufgabe wird durch eine BAW-Filteranord- 
nung nach Anspruch 1 geldst. 

[0010] Die vorliegende Erfindung schafft eine BAW-Fil- 
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teranordnung, mit 

einem BAW-Filter mit einem ersten B AW-Resonator und ei- 
nem zweiten B AW-Resonator, die auf einem Substrat gebil- 
det sind, wobei der erste BAW-Resonator in einem seriellen 
Zweig des BAW-Filters angeordnet ist, und wobei der 
zweite BAW-Resonator in einem parallelen Zweig des 
BAW-Filters angeordnet ist, wobei dem zweiten BAW-Re- 
sonator ein induktives Bauelement zugeordnet ist, dessen 
Induktivitat gewahlt ist, um eine vorbestimmte Eigenschaft 
des zweiten BAW-Resonators einzustellen; und 
einem Gehause, in dem das Substrat des BAW-Filters ange- 
ordnet ist, wobei das induktive Bauelement, das dem zwei- 
ten BAW-Resonator zugeordnet ist, durch eine elektrische 
Verbindung zwischen dem zweiten BAW-Resonator und ei- 
ner Masseflache in dem Gehause gebildet ist. 
[0011] GemaB der vorliegenden Erfindung, die sich auf 
das Gebiet der Hochfrequenzfilter, genauer gesagt auf das 
Feld der BAW-Filter und BAW-Duplexer bezieht, wird ge- 
lehrt, das Gehause zu verwenden, um das Filterverhalten zu 
verbessern. 

[0012] Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis 
zugrunde, dass das Gehause, in dem die BAW-Filterchips 
angeordnet sind, herangezogen werden kann, um das Ver- 
halten des BAW-Filters zu verbessem. Die richtige Verwen- 
dung der ohnehin vorhandenen parasitaren Bauelemente, 
welche aufgrund der Gehausung vorhanden sind, ermogiicht 
es, das Filterverhalten significant zu verbessern. Es wurde 
erkannt, dass z. B. bei Ladder-Filtern die Bandbreite durch 
die effektiven Kopplungskonstanten beschrankt ist, welche 
direkt in Beziehung steht mit den Eigenschaften des piezo- 
elektrischen Materials. Es besteht die Moglichkeit, die Fil- 
terbandbreite unter Verwendung von induktiven Bauele- 
menten in Serie mit den Resonatoren zu verbessem 
[0013] Anders als bei im Stand der Technik bekannten ge- 
hausten B AW-Filtern, bei denen die gegen Masse existieren- 
den induktiven Bauelementen als das Filterverhalten ver- 
schlechternd angesehen werden, schlagt die vorliegende Er- 
findung einen neuartigen Weg vor, der es ermogiicht, einen 
Vorteil aus der ohnehin vorhandenen Masseinduktivitat zu 
Ziehen, um gleichzeitig das Filterverhalten zu verbessem. 
[0014] In Abkehr von den herkommlichen \forgehenswei- 
sen bei BAW-Filteranordnungen, bei denen stets versucht 
wurde, die parasitaren induktiven Bauelemente, wie sie 
durch die Verbindung des Filterchips zu der Gehausemasse 
hervorgerufen wurden, zu minimieren, schlagt die vorlie- 
gende Erfindung vor, gerade diese gegen Masse existieren- 
den induktiven Bauelemente heranzuziehen, um das Verhal- 
ten der BAW-Filter zu verbessem. 

[0015] Ein Hauptgedanke der vorliegenden Erfindung be- 
steht darin, einen induktives Bauelement in Serie mit dem 
Nebenschlussresonator in FBAR-Ladder-Filtern zu verwen- 
den (FBAR = Film Bulk Acoustic Resonator). 
[0016] GemaB einem bevorzugten Ausfuhrungsbei spiel 
der vorliegenden Erfindung, werden die Nebenschlussreso- 
natoren beim Einbau des Filterchips in ein Gehause direkt 
iiber eine zugeordnete Bondverbindung oder eine zugeord- 
nete Lotverbindung mit der Gehausemasse verbunden, wo- 
bei die Induktivitat vorzugsweise zwischen 0,6 und 1 nH 
liegt. Durch dieses serielle induktive Bauelement ist es mog- 
lich, die Serienresonanz des BAW-Resonators zu reduzie- 
ren, wobei gleichzeitig die Bandbreite erhoht wird. 
[0017] GemaB einem bevorzugten Ausfuhrungsbei spiel 
der vorliegenden Erfindung, ist zusatzlich ein konzentriertes 
Spulenelement entweder in dem Gehause und/oder auf dem 
Filterchip vorgesehen, um eine zusatzliche Induktivitat be- 
reitzustellen. 

[0018] GemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel ist 
dem BAW-Resonatoren in dem seriellen Zweig ein indukti- 
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ves Bauelement zugeordnet, welches im Fall der am Ein- 
gangstor und Ausgangstor liegenden seriellen Resonatoren 
durch Bonddrahte oder eine entsprechende elektrische Ver- 
bindung gebildet sein kann. 

[0019] Bevorzugte Weiterbildungen der Anmeldung sind 5 
in den Unteranspruchen definiert. 

[0020] Nachfolgend werden anhand der beiliegenden 
Zeichnungen bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele der vorlic- 
genden Erfindung naher erlautert. Es zeigen: 
[0021] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines her- 10 
kommlichen BAW-Filters; 

[0022] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines BAW- 
Filters gemaB der vorliegenden Erfindung; 
[0023] Fig. 3 einen Graphen, der den Einfluss der Serien- 
induktivitat auf die Bandbreite einer BAW-Leiter-Filteran- 15 
ordnung zeigt; 

[0024] Fig. 4 eine BAW-Filteranordnung mit einem 
BAW-Filter und einem Gehause gemaB einem ersten Aus- 
fuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung; 
[0025] Fig. 5 eine BAW-Filteranordnung mit einem 20 
BAW-Filter und einem Gehause gemaB einem zweiten Aus- 
fuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung; und 
[0026] Fig. 6 eine schematische Darstellung eines BAW- 
Filters gemaB einem dritten Ausfiihrungsbei spiel der vorlie- 
genden Erfindung. 25 
[0027] In Fig. 2 ist eine BAW-Filteranordnung gemaB der 
vorliegenden Erfindung gezeigt, wobei Elemente, die denje- 
nigen in Fig. 1 entsprechen, mit den gleichen Bezugszei- 
chen versehen sind. 

[0028] Wie aus einem Vergleich der Fig. 1 und 2 zu erken- 30 
nen ist, unterscheidet sich die Filteranordnung gemaB der 
vorliegenden Erfindung von herkommlichen BAW-Filteran- 
ordnungen dahingehend, dass auf die gemeinsame Masse- 
elektrode zum Anschluss der Nebenschlussresonatoren R3, 
R4 und R 5 des Filterchips 100 verzichtet wurde und statt 35 
dessen jeder einzelne der Nebenschlussresonatoren direkt 
uber eine geeignete elektrische Verbindung 116, z. B. einem 
Bonddraht, mit der Gehausemasse 110 verbunden. Zusatz- 
lich zu dem induktiven Anteil, der durch die elektrische Ver- 
bindung 116 hervorgerufen wird, kommt noch der induktive 40 
Anteil der Leitungen in dem Gehause und der Gehause- 
durchfiihrung, um die Gehausemasse nach auBen zu fiihren. 
Die Induktivitaten der Verbindungen 116 beeinflussen das 
Verhalten des Filters sowohl im Durchlassbereich als auch 
im Sperrbereich. Die Induktivitat seriell zu dem BAW-Reso- 45 
nator erhoht die effektive dynamische Induktivitat, wodurch 
die Resonanzfrequenz sinkt. Da die Antiresonanzfrequenz 
nur in sehr geringem MaBe verschoben wird, wird die Band- 
breite eines Resonators mit serieller Induktivitat vergroBert, 
so dass sich im Fall der B AW-Resonatoren in dem parallelen 50 
Zweig auch eine vergroBerte Bandbreite der gesamten 
BAW-Filteranordnung einstellt. 

[0029] In Fig;. 3 ist der Einfluss der elektrischen Verbin- 
dung 116 auf die Bandbreite des in Fig. 2 gezeigten Filters 
verdeutlicht. Die Kurve A zeigt den Verlauf des Durchlass- 55 
bereichs fur ein herkommliches BAW-Filter, und die Kurve 
B zeigt den Verlauf fur ein erfindungsgemaBes BAW-Filter, 
wobei zu erkennen ist, dass durch die Verwendung der elek- 
trischen Verbindungen als zusatzliche induktive Bauele- 
mente eine Erhohung der Bandbreite des Filters erreicht 60 
werden kann. 

[0030] Femer konnen die induktiven Bauelemente noch 
zum Stopband-Filtern herangezogen werden, z. B. im Falle 
des 900 MHz Standards dazu, dass 1800 MHz oder 
1900 MHz Band herauszufiltern. 65 
[0031] Obwohl die Fig. 2 ein Filter mit einer Mehrzahl 
von Resonatoren im seriellen Zweig und einer Mehrzahl 
von Resonatoren im parallelen Zweig des Filters beschreibt, 
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ist es offensichtlich, dass die vorliegende Erfindung auch fur 
Filteranordnungen mit nur einem Resonator im parallelen 
Zweig und nur einem Resonator im seriellen Zweig geeignet 
ist. 

[0032] Die Induktivitat, die durch die elektrische Verbin- 
dung 116 seriell zu den Resonatoren hinzugefugt wird, liegt 
im GroBenbereich von etwa 0,6 nH-2 nH. GemaB einem be- 
vorzugten Ausfuhrungsbeispiel wird die elektrische Verbin- 
dung 116 durch einen Bonddraht gebildet, dessen Lange ma- 
ximal etwa 1 mm- 1 ,5 mm betragt, und der eine Induktivitat 
von etwa 0,6 nH/mm -etwa 1 nH/mm aufweist. Alternativ 
wird die elektrische Verbindung durch eine Lotverbindung 
erzeugt, deren Induktivitat etwa im gleichen Bereich liegt. 
[0033] In Fig. 4 ist ein Beispiel fur die erfindungsgemaBe 
Filteranordnung gezeigt, bei der der Filterchip 104 in dem 
Gehause 102 angebracht ist, und uber Bonddrahte 116 mit 
(nicht gezeigt) Anschiussflachen in dem Gehause 102 ver- 
bunden ist. Diese Anschiussflachen sind uber Lotverbindun- 
gen 118 aus dem Gehause 102 herausgefuhrt, beispielsweise 
zu Leiterbahnen auf einer gedruckten Schaltungsplatine 
120, auf der das Gehause 102 angeordnet ist. 
[0034] In Fig. 5 ist ein zweites Ausfuhrungsbeispiel ge- 
zeigt, bei dem der BAW-Filterchip 100 in Flip-Chip-Tech- 
nik in dem Gehause 102 angeordnet ist, also mit der aktiven 
Seite nach unten uber entsprechende Lotverbindungen 116 
mit Anschiussflachen und Leitungen in dem Gehause 102 
verbunden ist, die uber die Verbindungen 118 zu der Platine 
120 herausgefuhrt sind. 

[0035] Bei dem in Fig. 4 und in Fig. 5 gezeigten Ausfuh- 
rungsbeispiel werden zusatzlich zu den eigentlichen Induk- 
tivitaten der elektrischen Verbindungen 116 noch die Durch- 
fuhrungsinduktivitaten und Induktivitaten der auf dem Ge- 
hause gebildeten Leitungen zu der Gesamtinduktivitat, die 
seriell zu dem Nebenschlussresonator geschaltet ist, hinzu- 
gefugt. 

[0036] In Fig. 6 wird ein wei teres Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung gezeigt, bei dem zusatzlich zu 
der elektrischen Verbindung ein wei teres induktives Bauele- 
ment L zwischen dem BAW-Resonator R 3 und der Gehause- 
masse 110 vorgesehen ist, um die Induktivitat, mit der der 
Resonator R 3 beaufschlagt wird, weiter zu erhohen. Femer 
ist bei dem in Fig. 6 gezeigtem Ausfuhrungsbeispiel der 
Masseanschluss des Resonators R4 und der Masseanschluss 
des Resonators R 5 verbunden, und uber eine Verbindung 
116 mit der Gehausemasse verschaltet. 
[0037] Es ist zu erkennen, dass abhangig von der er- 
wunschten Konflguration und Einstellung der Filtereigen- 
schaften alle Resonatoren einzeln gegen Gehausemasse 110 
verschaltet sind, oder einzelne Resonatoren zusammenge- 
fasst werden, und dann entweder auf herkommliche Art und 
Weise mit vielen Bonddrahten parallel auf Masse geschaltet 
werden, oder gemeinsam mit einer Induktivitat auf Masse 
verschaltet werden. 

[0038] Anstelle der in Fig. 6 gezeigten Anordnung kann 
die Induktivitat L auch auf dem Chip 100 gebildet sein, oder 
anteilig auf dem Chip und in dem Gehause. 
[0039] Ferner konnen die Anschlussleitungen zwischen 
dem Eingang 112 des Gehauses und dem Eingang 106 des 
Chips zur Beeinflussung der Eigenschaften des Resonators 
R t herangezogen werden, und ebenso die Verbindung zwi- 
schen Chipausgang 108 und Gehauseausgang 114 zur Be- 
einflussung des Resonators R 2 . 

[0040] Ferner konnen den einzelnen BAW-Resonatoren 
des Filters zusatzliche serielle induktive Bauelement, z. B. 
in der Form von Spulen, zugeordnet sein, um das Verfalten 
des Filters abhangig von denselben weiter einzustellen. 
[0041] Hinsichtlich der oben beschriebenen Ausfuhrungs- 
beispiele wird darauf hinge wiesen, dass die vorliegende Er- 
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findung nicht auf diese BAW-Filteranordnungen beschrankt 
ist, sondern auch anwendbar ist auf Duplexer, die unter Ver- 
wendung von FBAR-Ladder-Filtern hergestellt wurden. 

Bezugszeichenliste 5 

100 Filterchip 
102 Gehause 

104 Masseelektrode auf dem Filterchip 

106 Eingangsanschluss auf dem Filterchip 10 

108 Ausgangsanschluss auf dem Filterchip 

110 Masseflache des Gehauses 

112 Eingangsanschluss des Gehauses 

114 Ausgangsanschluss des Gehauses 

116 Elektrische Verbindung 15 

118 Lotverbindung 

120Platine 

Ri, R2 parallele Resonatoren 
R3, R4, R 5 serielle Resonatoren 

L induktives Bauelement 20 
Patentanspriiche 

1. BAW-Filteranordnung, mit 

einem BAW-Filter (100) rnit einem ersten BAW-Reso- 25 
nator (R t ) und einem zweiten BAW-Resonator (R 3 ), 
die auf einem Substrat gebildet sind, wobei der erste 
BAW-Resonator (R t ) in einem seriellen Zweig des 
BAW-Filters (100) angeordnet ist, und wobei der 
zweite BAW-Resonator (R 3 ) in einem parallelen Zweig 30 
des BAW-Filters (100) angeordnet ist, wobei dem 
zweiten BAW-Resonator (R 3 ) ein induktives Bauele- 
ment zugeordnet ist, dessen Induktivitat gewahlt ist, 
um eine vorbestimmte Eigenschaft des zweiten BAW- 
Resonators (R 3 ) einzustellen; und 35 
einem Gehause (102), in dem das Substrat des BAW- 
Filters (100) angeordnet ist, wobei das induktive Bau- 
element, dass dem zweiten BAW-Resonator (R 3 ) zuge- 
ordnet ist, durch eine elektrische Verbindung (116) 
zwischen dem zweiten BAW-Resonator (R 3 ) und einer 40 
Masseflache (U0) in dem Gehause (102) gebildet ist. 

2. BAW-Filteranordnung nach Anspruch l,bei der das 
BAW-Filter (100) eine Mehrzahl von ersten BAW-Re- 
sonatoren (R^ R 2 ) in dem seriellen Zweig und eine 
Mehrzahl von zweiten BAW-Resonatoren (R 3 , R4, R 5 ) 45 
in dem parallelen Zweig umfasst. 

3. BAW-Filteranordnung nach Anspruch 2, bei der das 
induktive Bauelement zumindest einem der zweiten 
BAW-Resonatoren (R 3 ) zugeordnet ist, und bei der die 
verbleibenden zweiten BAW-Resonatoren (R4, R 5 ) mit 50 
einer gemeinsamen Masseelektrode auf dem Substrat 
verbunden sind, wobei die gemeinsame Masseelek- 
trode iiber eine elektrische Verbindung oder uber eine 
Mehrzahl von parallelen elektrischen Verbindungen 
mit der Masseflache (110) im Gehause (102) verbun- 55 
den sind. 

4. BAW-Filteranordnung nach einem der Anspruche 3, 
bei dem abhangig von der Induktivitat des induktiven 
Bauelements die Resonanzfrequenz des zweiten BAW- 
Resonators (R 3 , R4, R 5 ) erniedrigt wird, und die Band- 60 
breite des zweiten BAW-Resonators (R 3 , R4, R 5 ) crhoht 
wird. 

5. BAW-Filteranordnung nach einem der Anspruche 1 
bis 4, bei dem die Induktivitat zwischen 0,6 nH und 

2 nH liegt. 65 

6. BAW-Filteranordnung nach einem der Anspruche 1 
bis 5, bei dem die elektrische Verbindung einen Bond- 
draht umfasst. 



7. BAW-Filteranordnung nach Anspruch 6, bei dem 
der Bonddraht eine maximale Lange von etwa 1 mm 
bis 1,5 mm aufweist. 

8. BAW-Filteranordnung nach einem der Anspruche 1 
bis 5, bei dem die elektrische Verbindung eine Lotver- 
bindung ist. 

9. BAW-Filteranordnung nach einem der Anspruche 1 
bis 8, bei der das induktive Bauelement ferner durch 
die Masseflache in dem Gehause und die Herausfuh- 
rung der Masseflache aus dem Gehause (102) gebildet 
ist. 

10. BAW-Filteranordnung nach einem der Anspruche 
1 bis 9, mit einem zweiten induktiven Bauelement (L), 
das dem zweiten BAW-Resonator (R 3 ) seriell zugeord- 
net ist. 

11. BAW-Filteranordnung nach Anspruch 10, bei der 
das zweite induktive Bauelement (L) durch eine inte- 
grierte Spule auf dem Substrat des Filterchips (100) 
und/oder in dem Gehause (102) gebildet ist. 

12. BAW-Filteranordnung nach einem der Anspruche 
1 bis 11, bei der dem ersten BAW-Resonator (Ri) ein 
induktives Bauelement zugeordnet ist, das durch eine 
elektrische Verbindung zwischen dem ersten BAW-Re- 
sonator (R 3 ) und einer Anschlussflache in dem Ge- 
hause (102) gebildet ist und eine Induktivitat umfasst, 
die gewahlt ist, um eine vorbestimmte Eigenschaft des 
ersten BAW-Resonators (R0 einzustellen. 
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